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 半導体反応拡散系 [1 ]において反応拡散に寄与する少数キャリアは、時間が
経過すると再結合により消滅する。しかし適切な条件のもとでは、キャリア

の局在が起こり、空間パターンが形成される。空間パターンの構造を制御で

きる機能デバイスを実現することが本研究の目的である。  
半導体反応拡散デバイスは、少数キャリアを自己触媒的に発生させる興奮

領域と、少数キャリアが拡散する拡散領域から構成される。微小な興奮領域

を拡散領域の上に多数埋め込むことで興奮場を構成する。今回、隣接する興

奮領域間を抵抗接続することで、少数キャリアの局在が起こることが明らか

になった。  
図１に反応拡散デバイスの１次元構成を示す（興奮領域間を抵抗接続した

もの）。少数キャリアの局在は、隣接する興奮領域からの電荷流入による少数

キャリアの増殖速度と、少数キャリアの拡散速度が釣り合った時に起こる。

図１の構造を２次元に拡張し、中心に少数キャリアを注入した後のキャリア

密度分布の時間変化を図２に示す（図中の濃淡は少数キャリアの規格化密度）。

少数キャリア密度波が拡散した後にキャリアの局在が起こり、空間パターン

が形成されることがわかった。  
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